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マグネシウムシリサイド(Mg2Si)は、無毒で資源豊富な元素のみから構成されるサステナブルな

半導体材料であり、狭バンドギャップ(~ 0.7 eV)で光吸収係数、ゼーベック係数が大きいことから、

近赤外線受光素子や PV セル、熱電変換デバイスなどへの応用が期待されている。一方、Si に比

べて Mg の高い蒸気圧が化学量論比を有する良質な Mg2Si 薄膜の合成を妨げている。これまで、

MBE(1)、スパッタ堆積（2-5）、真空蒸着（6）、PLD（7）など様々な方法で試みられてきたが、こ

れらは低温で基板上に Mg または Mg/Si を堆積させ、ポストアニールで合成する固相合成法と加

熱基板上に Mg または Mg/Si 蒸気を輸送して表面反応で合成する気相合成に分けられる。前者で

はアニール温度 300-400℃で多結晶 Mg2Si膜の合成が確認された(2)。筆者らも Arガス(900 Pa)中

のポストアニールによって Si(111)基板(4)およびサファイア基板(5)上への多結晶 Mg2Si 膜の固相

合成に成功している。ラマンピーク強度（257cm-1）のアニール温度依存性で、300-450℃で明瞭な

ピークが現れているが、250℃以下ではピークは現れず、Mg2Siが合成されないことを報告した(5)。 

一方、Mahanら(1)のMBEによる気相合成の研究では、Si基板上へのMg照射において 200-500℃

で一切膜が形成されないこと、200℃ Si基板上への Mg/Si同時照射では、Si堆積率に律速された

速度で Mg2Si 膜が形成されることを報告した。すなわち、ポストアニールによる固相合成より低

温で膜が合成されたことを意味する。よって基板上での Mg原子と Si原子の表面反応をさらにエ

ンハンスできればさらに低温での合成が可能になるのではないかと考えた。MBEでの蒸気原子の

運動エネルギーは高々0.2 eV程度であるが、低気圧でのスパッタリングでは平均エネルギー数 eV

の蒸気原子が基板に照射される。そこで本研究では、Arガス 1Pa中の同時スパッタリングにより

Mg、Si蒸気原子を発生、加熱サファイア基板に輸送し、Mg2Siの気相合成を調査した。現状は予

備的ではあるが、100℃程度の低温で Mg2Si に特徴的なラマンピーク（257cm-1）が観測されてい

る。 
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